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Einleitung 
 

Im Mittelalter galt Blässe als Zeichen höheren Standes, in unserer Zeit wird der Teint einer 

Haut nur dann als gesund empfunden, wenn er dunkel ist. Für die Bräunung der menschlichen 

Haut ist der UV-Anteil des Spektrums verantwortlich - es wird oft von UV-A- und UV-B-

Strahlung gesprochen, welche Auswirkungen außer Sonnenbrand sie aber auf den Menschen 

hat, und in welchem Spektralbereich sie sich befindet, wird nur selten erwähnt. 

Es gibt unterschiedliche Einteilungen des UV-Spektrums, für die physikalische Notation 

sollte folgende verwendet werden: 

 

nahes UV NUV 400 - 300 nm 

mittleres UV MUV 300 - 200 nm 

fernes UV FUV 200 - 100 nm 

extremes UV EUV 100 - 10 nm 

Tabelle 1 Einteilung des UV-Spektrums, die bei wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden sollte. 

 

Vielfach werden allerdings auch Einteilungen in andere Spektralbereiche verwendet. Diese 

leiten sich aus den physikalischen Gegebenheiten ab - Wellenlängen unter 250 nm bis 110 nm 

werden von molekularem Sauerstoff der Atmosphäre absorbiert [20] und können nur im 

Vakuum ohne Verluste detektiert werden (Vakuum UV) - oder sie stammen von ihrer 

biologischen Wirkung auf den Menschen (UV-A, UV-B).  

 

Vakuum UV VUV 200 - 10 nm 

tiefes UV (deep UV) DUV 350 - 190 nm 

UV-A  400 - 315 nm 

UV-B  315 - 280 nm 

UV-C  280 - 100 nm 

Tabelle 2 Bereiche des UV-Spektrums, die zusätzlich zu denen aus Tabelle1 verwendet werden und im 

allgemeinen Sprachgebrauch (UV-A, -B, -C) bekannt sind. 

 


